




































































专利名称(译) 多畴液晶显示装置，具有控制液晶分子取向的介电结构
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摘要(译)

一种多畴液晶显示装置，包括第一和第二基板，沿第一方向在第一基板
上的多条栅极线，沿与第一方向交叉的第二方向形成的多条数据线，多
个薄膜晶体管形成在栅极线与数据线交叉的部分中，多个像素区域分成
相邻栅极线和数据线之间的至少一个或多个域，每个像素区域中的多个
像素电极与薄膜晶体管连接，在所述第二基板上的至少一个电介质结
构，在所述畴的边界区域中形成的多个遮光层和在所述第一基板和所述
第二基板中的至少一个上存在所述电介质结构的区域上的取向膜第一基
板和第二基板中的至少一个，以及第一基板和第二基板之间的液晶层。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/47004bd6-8bf0-4109-a9e8-086007872208
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/019631306/publication/US6583836B2?q=US6583836B2
http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6583836.PN.&OS=PN/6583836&RS=PN/6583836

